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SILTZIUM = NPN - PLANAR - HF-TRANSISTOR

Mechanizsche Daten:

Gehfuse: Mevall, JEDEC TO 18
18 A 3 nach DIN 47 876

Der Kollektor izt mit dem
MetallgehBuse verbunden. - 555 +q 75
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Kurzdaten: )

B WBFY 3e/1 S10 JITT
Eollektor-Sperrspannung Upg p = maxa il v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Upg ¢ = max. 25 v
Kollektorstrom I = M 100 mA
Gesamtverlustleistung bei d; = 100 ' = max. 00 m W

bei 4y = 45 °C P,,¢ = max. 260 i
Sperrschichttemperatur 4J = MiXa 175 op
Gleichst romverstirkung .

be i UEE = 10V, IL‘. = 10 mA B & . ah lEﬂ 180 .
Transit-Frequenz
bei UCH = 10V, IE = 10 mA fT = 150 MHz
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Absolute Grenzwerte: (giiltig bis SR | ua:}

Kollektor-Sperrapannung bei Ip = 0: Urg g = max. 45 ¥
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Iy = O: Upp g = mex, 25V
Emitter-Sperrapannung bei I = 0: Upg g = max. 5 W
Kollektorstrom: Ip = max. 100 mi
Gesamiverlustleistung bei 8 = 25 °C: Piot = max. 1 W

bei &y = 25 op; Pigt = max. 300 mW
Sperrschichttemperatur: 35 = max. 176 °C
Lagerungstemperatur: dg = min. =56 °C

g = max. 175 “C
WHrmewiderstlnde:
WHrmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehHuse: Bin G = 0,15 grd/mW
Weirmewiderstand zwischen Sperrachicht und Umgebung: Binwo= 0,5 grd/m¥
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Eennwerte: (bei jp = 25 "C, sofern nicht anders angegeben)

BFY 39

L BPY oo 1 11 1IN0
Bollektor<Heststrom A
bei Upg = 30 V, Ig = 0: Iep 9 = R0 nA
Kollektor-Emitler-Resispannung
bei Ip = 10 mA, Iy = 1 mA: Uek eat = 1 v
Basizspannung
bei Iz = 10 mA, Ig = 1 mA: UBE sat ~ i v
Gleichstromverstirkung
bei Upp = 10 V, Ip = 10 mA: B = > a5 100, .00 180, ..400
W F
Yierpol-Parameter
bie i U[‘.'E =85V, I{: = ] mi: h]1|. = d,2 ki
hyze = 31077
hoje = 20
h‘j:i' - ﬂ ,,"}
Transit=-Frequensz
bei UCl‘Z = 10 V, I[; = 10 mA: I'T - 150 MHz
Bollektor-Kapaziilit
be i UCB =6 Y, tl'.' = 0: l.".'t, - i pF
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